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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理基板を収容する真空チャンバと、
　前記真空チャンバ内に配置され、前記被処理基板が載置される固定された載置台と、
　前記真空チャンバ内に、前記被処理基板に所定の処理を施すためのプラズマを発生させ
るプラズマ発生機構と、
　前記載置台の周囲を囲むように配置され、排気路が形成された排気リングと、
　前記排気路を介して前記真空チャンバ内を真空排気する真空排気機構と、
　前記排気リングと前記被処理基板が載置される固定された載置台の載置面との相対的な
高さを変更するように、前記載置面より下方で前記排気リングの位置を変更する機構と
を具備したことを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載のプラズマ処理装置であって、
　前記排気リングの位置を変更する機構が、前記排気リングを上下動させるよう構成され
たことを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項３】
　被処理基板を収容する真空チャンバと、
　前記真空チャンバ内に配置され、前記被処理基板が載置される載置台と、
　前記真空チャンバ内に、前記被処理基板に所定の処理を施すためのプラズマを発生させ
るプラズマ発生機構と、
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　前記載置台の周囲を囲むように配置され、排気路が形成された排気リングと、
　前記排気路を介して前記真空チャンバ内を真空排気する真空排気機構とを具備したプラ
ズマ処理装置であって、
　前記排気リングが、第１の排気リングと、この第１の排気リングより前記載置台の載置
面から離間して配置された第２の排気リングとから構成され、前記第２の排気リングに通
じる排気通路に、この排気通路を開閉する開閉機構が設けられていることを特徴とするプ
ラズマ処理装置。
【請求項４】
　被処理基板を収容する真空チャンバと、
　前記真空チャンバ内に配置され、前記被処理基板が載置される固定された載置台と、
　前記真空チャンバ内に、前記被処理基板に所定の処理を施すためのプラズマを発生させ
るプラズマ発生機構と、
　前記載置台の周囲を囲むように配置され、排気路が形成された排気リングと、
　前記排気路を介して前記真空チャンバ内を真空排気する真空排気機構と、
を具備したプラズマ処理装置を用いたプラズマ処理方法であって、
　前記排気リングと前記被処理基板が載置される固定された載置台の載置面との相対的な
高さを変更するように、前記載置面より下方で前記排気リングの位置を変更することによ
って、前記被処理基板に対するプラズマ処理の状態を制御することを特徴とするプラズマ
処理方法。
【請求項５】
　請求項４記載のプラズマ処理方法であって、
　前記排気リングを上下動させて、前記被処理基板に対するプラズマ処理の状態を制御す
ることを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項６】
　請求項５記載のプラズマ処理方法であって、
　前記被処理基板に形成された少なくとも２種類の異なる材料からなる積層膜をエッチン
グする際に、前記排気リングの位置を、エッチングされる膜が有機膜の場合には高く設定
し、エッチングされる膜が酸化膜あるいは窒化膜の場合には前記有機膜の場合より低く設
定してプラズマエッチング処理を行うことを特徴とするプラズマ処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、被処理基板、例えば半導体ウエハや液晶表示装置用のガラス基板等に、プラズ
マを作用させてエッチング処理や成膜処理等の所定のプラズマ処理を施すためのプラズマ
処理装置及びプラズマ処理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、半導体装置の製造分野においては、真空チャンバ内にプラズマを発生させ、こ
のプラズマを被処理基板、例えば半導体ウエハや液晶表示装置用のガラス基板等に作用さ
せて、所定の処理、例えば、エッチング処理、成膜処理等を行うプラズマ処理装置が用い
られている。
【０００３】
このようなプラズマ処理装置、例えば、所謂平行平板型のプラズマ処理装置では、真空チ
ャンバ内に、半導体ウエハ等を載置するための載置台が設けられるとともに、この載置台
に対向して真空チャンバの天井部にはシャワーヘッドが設けられ、これらの載置台とシャ
ワーヘッドによって一対の平行平板電極が構成されるようになっている。
【０００４】
そして、シャワーヘッドから真空チャンバ内に所定の処理ガスを導入するとともに、真空
チャンバの底部から真空排気することによって、真空チャンバ内を所定の真空度の処理ガ
ス雰囲気とし、この状態で載置台とシャワーヘッドとの間に所定周波数の高周波電力を供
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給することによって、処理ガスのプラズマを発生させ、このプラズマを半導体ウエハに作
用させることによって、半導体ウエハのエッチング等の処理を行うよう構成されている。
【０００５】
上記のようなプラズマ処理装置においては、環状の板状に形成され、多数の透孔等からな
る排気路が形成された排気リングを、載置台の周囲に設けたものが知られている（例えば
、特許文献１参照。）。このような排気リングは、載置台の周囲から均等に排気を行い半
導体ウエハの周囲に均一な処理ガスの流れを形成するとともに、処理空間（載置台とシャ
ワーヘッドとの間の空間）からのプラズマのリークを防止するよう作用する。
【０００６】
また、上記の平行平板電極型のプラズマ処理装置では、平行平板電極間のプラズマが形成
される空間、つまり処理空間の容積や形状が、形成されるプラズマの状態を変化させるこ
とが知られている。このため、平行平板電極間に仕切り板等を設け、この仕切り板等を移
動させることによって処理空間の容積を変更すること（例えば、特許文献２参照。）、平
行平板電極間にプラズマを閉じ込めるためのプラズマ閉じ込めリングを設けること（例え
ば、特許文献３参照。）、また、平行平板電極の間に、プラズマの拡散を防止するための
円筒状の接地電極等を設けることも知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００７】
しかしながら、平行平板電極間に各種の構造物を設けると、これを収容する真空チャンバ
の径が大径化し、この結果、所謂フットプリントが増大するという問題が生じる。また、
平行平板電極間にプラズマ閉じ込めリング等を設け、周辺部品と同電位にするために固定
構造にすると、このプラズマ閉じ込めリング等を着脱することが困難であるため、プラズ
マの制御状態が固定されてしまい、実行する処理に応じてプラズマの状態を制御すること
が難しいという問題がある。
【０００８】
【特許文献１】
特開平８－２６４５１５号公報（第８－９，１７－１８頁、第１，２，３７，３８図）。
【特許文献２】
特開平１－１６８０２８号公報（第３頁、第１－４図）。
【特許文献３】
特開平９－２２７９７号公報（第８頁、第１１図）。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上述したとおり、従来においては、平行平板電極間に各種の構造物を設けてプラズマの状
態を制御することが行われているが、真空チャンバが大径化し、フットプリントが増大す
るという問題や、実行する処理に応じて、プラズマの状態を制御することが難しいという
問題があった。
【００１０】
本発明は、かかる従来の事情に対処してなされたもので、真空チャンバの大径化によるフ
ットプリントの増大を招くことがなく、かつ、実行する処理に応じてプラズマの状態を容
易に制御することができ、各種のプラズマ処理に容易に対応することのできるプラズマ処
理装置及びプラズマ処理方法を提供しようとするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　すなわち、請求項１記載のプラズマ処理装置は、被処理基板を収容する真空チャンバと
、前記真空チャンバ内に配置され、前記被処理基板が載置される固定された載置台と、前
記真空チャンバ内に、前記被処理基板に所定の処理を施すためのプラズマを発生させるプ
ラズマ発生機構と、前記載置台の周囲を囲むように配置され、排気路が形成された排気リ
ングと、前記排気路を介して前記真空チャンバ内を真空排気する真空排気機構と、前記排
気リングと前記被処理基板が載置される固定された載置台の載置面との相対的な高さを変
更するように、前記載置面より下方で前記排気リングの位置を変更する機構とを具備した
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ことを特徴とする。
【００１２】
請求項２記載のプラズマ処理装置は、請求項１記載のプラズマ処理装置であって、前記排
気リングの位置を変更する機構が、前記排気リングを上下動させるよう構成されたことを
特徴とする。
【００１３】
請求項３記載のプラズマ処理装置は、被処理基板を収容する真空チャンバと、前記真空チ
ャンバ内に配置され、前記被処理基板が載置される載置台と、前記真空チャンバ内に、前
記被処理基板に所定の処理を施すためのプラズマを発生させるプラズマ発生機構と、前記
載置台の周囲を囲むように配置され、排気路が形成された排気リングと、前記排気路を介
して前記真空チャンバ内を真空排気する真空排気機構とを具備したプラズマ処理装置であ
って、前記排気リングが、第１の排気リングと、この第１の排気リングより前記載置台の
載置面から離間して配置された第２の排気リングとから構成され、前記第２の排気リング
に通じる排気通路に、この排気通路を開閉する開閉機構が設けられていることを特徴とす
る。
【００１４】
　請求項４記載のプラズマ処理方法は、被処理基板を収容する真空チャンバと、前記真空
チャンバ内に配置され、前記被処理基板が載置される固定された載置台と、前記真空チャ
ンバ内に、前記被処理基板に所定の処理を施すためのプラズマを発生させるプラズマ発生
機構と、前記載置台の周囲を囲むように配置され、排気路が形成された排気リングと、前
記排気路を介して前記真空チャンバ内を真空排気する真空排気機構と、を具備したプラズ
マ処理装置を用いたプラズマ処理方法であって、前記排気リングと前記被処理基板が載置
される固定された載置台の載置面との相対的な高さを変更するように、前記載置面より下
方で前記排気リングの位置を変更することによって、前記被処理基板に対するプラズマ処
理の状態を制御することを特徴とする。
【００１５】
請求項５記載のプラズマ処理方法は、請求項４記載のプラズマ処理方法であって、前記排
気リングを上下動させて、前記被処理基板に対するプラズマ処理の状態を制御することを
特徴とする。
【００１６】
　請求項６記載のプラズマ処理方法は、請求項５記載のプラズマ処理方法であって、　前
記被処理基板に形成された少なくとも２種類の異なる材料からなる積層膜をエッチングす
る際に、前記排気リングの位置を、エッチングされる膜が有機膜の場合には高く設定し、
エッチングされる膜が酸化膜あるいは窒化膜の場合には前記有機膜の場合より低く設定し
てプラズマエッチング処理を行うことを特徴とする。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の詳細を、実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１８】
図１は、本発明を、半導体ウエハのプラズマエッチング処理を行う平行平板型のプラズマ
エッチング装置に適用した実施の形態の構成の概略を模式的に示すものであり、同図にお
いて、符号１は、材質が例えばアルミニウム等からなり、内部を気密に閉塞可能に構成さ
れた円筒状の真空チャンバを示している。
【００１９】
この真空チャンバ１内には、半導体ウエハＷを載置するための載置台２が設けられており
、この載置台２は下部電極を兼ねている。また、真空チャンバ１内の天井部には、上部電
極を構成するシャワーヘッド３が設けられており、これらの載置台２とシャワーヘッド３
によって、一対の平行平板電極が構成されるようになっている。
【００２０】
上記シャワーヘッド３には、ガス拡散用の空隙４が設けられるとともに、このガス拡散用
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の空隙４の下側に位置するように多数の細孔５が設けられている。そして、処理ガス供給
系６から供給された所定の処理ガスを、ガス拡散用の空隙４内で拡散させ、細孔５から半
導体ウエハＷに向けてシャワー状に供給するよう構成されている。本実施形態では、この
シャワーヘッド３は、接地電位とされているが、シャワーヘッド３に高周波電源が接続さ
れ、載置台２とシャワーヘッド３の双方に高周波電力が印加される構成としても良い。
【００２１】
一方、載置台２には、２つの整合器７，８を介して２つの高周波電源９，１０が接続され
ており、載置台２に、２種類の所定周波数（例えば、１００ＭＨｚと３．２ＭＨｚ）の高
周波電力を重畳して供給可能とされている。なお、載置台２に高周波電力を供給する高周
波電源を１台のみとして、１種類の周波数の高周波電力のみを供給する構成としても良い
。
【００２２】
また、載置台２の半導体ウエハＷの載置面には、半導体ウエハＷを吸着保持するための静
電チャック１１が設けられている。この静電チャック１１は、絶縁層１１ａ内に静電チャ
ック用電極１１ｂを配設した構成とされており、静電チャック用電極１１ｂには、直流電
源１２が接続されている。さらに、載置台２の上面には、半導体ウエハＷの周囲を囲むよ
うに、フォーカスリング１３が設けられている。
【００２３】
上記載置台２には、図示しない冷媒循環用の冷媒流路が形成されており、載置台２を所定
温度に温度制御可能とされている。また、載置台２と半導体ウエハＷの裏面との間に冷却
用ガス、例えばヘリウムガスを供給する図示しないガス供給機構が設けられており、この
ヘリウムガスによって、載置台２と半導体ウエハＷとの熱交換が促進され、半導体ウエハ
Ｗが所定温度に温度制御されるようになっている。このヘリウムガスの供給圧力は、半導
体ウエハＷの中央部と周辺部とで別々に設定できるようになっている。また、シャワーヘ
ッド３と真空チャンバ１の側壁部にも、図示しない冷媒循環用の冷媒流路が形成されてお
り、シャワーヘッド３及び真空チャンバ１の側壁部も、夫々所定温度に温度制御できるよ
う構成されている。
【００２４】
真空チャンバ１の底部には、排気ポート１４が設けられ、この排気ポート１４には、真空
ポンプ等から構成された排気系１５が接続されている。
【００２５】
また、載置台２の周囲には、半導体ウエハＷの載置面に対して略平行に、環状に形成され
た排気リング１６が設けられている。この排気リング１６には、多数の円孔等からなる排
気路１７が形成されており、これらの排気路１７を介して排気系１５により真空排気を行
うことによって、載置台２の周囲に均一な処理ガスの流れが形成されるようになっている
。また、この排気リング１６は、電気的に接地電位に接続されており、載置台２とシャワ
ーヘッド３との間の処理空間に形成されたプラズマが、排気リング１６の下方の空間にリ
ークすることを防止するよう作用する。
【００２６】
上記排気リング１６は、図２，３にも示すように、駆動機構１８に接続されており、上下
動自在に構成されている。なお、図１，２に示す状態は、排気リング１６を最も高い位置
に上昇させた状態を示しており、図３に示す状態は、排気リング１６を最も低い位置に下
降させた状態を示している。また、排気リング１６は、図１，２に示す位置と、図３に示
す位置の中間の任意の位置で停止させることができるよう構成されている。図２，３に示
すように、駆動機構１８の可動部には真空シール機構１８ａが設けられ、真空チャンバ１
の内部と外部とを、気密に封止するようになっている。
【００２７】
また、排気リング１６の外周側には、円筒状の側壁を構成するように、側壁構成部材１９
が、排気リング１６の可動範囲に渡って上下方向に延在するように設けられており、排気
リング１６の外周縁部と側壁構成部材１９との間が近接した状態に保たれ、ここからのプ
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ラズマリーク等が生じないようになっている。なお、後述する図１４，１５に示す実施形
態と同様に、この側壁構成部材１９に排気路を設け、排気リング１６を下降させた際のコ
ンダクタンスを向上させるように構成することもできる。側壁構成部材１９の下端部は、
載置台２の方向に半導体ウエハＷの載置面に対して略平行に延在して下端面を形成し、こ
の下端面には多数の円孔等からなる排気路が形成されている。上記下端面は必ずしも必要
ではない。
【００２８】
上記の排気リング１６の材質は、導電性のものであれば、どのようなものでも良く、例え
ば、ステンレス、表面にアルマイト被膜や溶射膜が形成されたアルミニウム等を使用する
ことができる。なお、例えば、図４に示すように、排気リング１６と、接地電位とされる
部材との間に、ステンレスやアルミニウム等の導電性材料からなベローズ等の接地用導体
４０を設け、排気リング１６が確実に接地電位に保持されるようにすることが好ましい。
【００２９】
また、真空チャンバ１の周囲には、磁場形成機構２０が設けられており、真空チャンバ１
内の処理空間に、所望の磁場を形成できるようになっている。この磁場形成機構２０には
、回転機構２１が設けられており、真空チャンバ１の周囲で磁場形成機構２０を回転させ
ることにより、真空チャンバ１内の磁場を回転可能に構成されている。
【００３０】
次に、このように構成されたプラズマエッチング装置におけるエッチング処理について説
明する。
【００３１】
まず、図示しない搬入・搬出口に設けられた図示しないゲートバルブを開放し、搬送機構
等により半導体ウエハＷを真空チャンバ１内に搬入し、載置台２上に載置する。載置台２
上に載置された半導体ウエハＷは、この後、静電チャック１１の静電チャック用電極１１
ｂに、直流電源１２から所定の直流電圧を印加することにより、吸着保持される。
【００３２】
次に、搬送機構を真空チャンバ１外へ退避させた後、ゲートバルブを閉じ、真空系１５の
真空ポンプ等により真空チャンバ１内を排気する。真空チャンバ１内が所定の真空度にな
った後、真空チャンバ１内に、ガス拡散用の空隙４、細孔５を介して、処理ガス供給系６
から所定のエッチング処理用の処理ガスを、例えば１００～１０００ｓｃｃｍの流量で導
入し、真空チャンバ１内を所定の圧力、例えば１．３３～１３３Ｐａ（１０～１０００ｍ
Ｔｏｒｒ）程度に保持する。
【００３３】
この状態で、高周波電源９，１０から載置台２に、所定周波数（例えば、１００ＭＨｚと
３．２ＭＨｚ）の高周波電力を供給する。
【００３４】
上記のように、載置台２に高周波電力が印加されることにより、シャワーヘッド３と載置
台２との間の処理空間には高周波電界が形成される。また、処理空間には、磁場形成機構
２０よる所定の磁場が形成される。これにより処理空間に供給された処理ガスから所定の
プラズマが発生し、そのプラズマにより半導体ウエハＷ上の所定の膜がエッチングされる
。
【００３５】
この際、実施する処理に応じて、予め前述したとおり駆動機構１８によって、排気リング
１６の位置を所定位置に設定しておくことにより、プラズマの状態を最適な状態に制御す
ることができ、良好なプラズマエッチング処理を行うことができる。
【００３６】
そして、所定のエッチング処理が実行されると、高周波電源９，１０からの高周波電力の
供給を停止し、エッチング処理を停止して、上述した手順とは逆の手順で、半導体ウエハ
Ｗを真空チャンバ１外に搬出する。
【００３７】
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図５～７のグラフは、排気リング１６の位置と、酸化膜をプラズマエッチング処理した際
の処理の状態との関係を示すもので、これらのグラフにおいて、縦軸はエッチングレート
、横軸はウエハ中心からの距離（ウエハ上の位置）を示している。処理条件は、
処理ガス：Ｃ4 Ｆ6 ／Ａｒ／Ｏ2 

処理圧力：６．６５Ｐａ（５０ｍTorr）
である。また、図５～７のうち、図５は排気リング１６の高さを、載置台２の半導体ウエ
ハＷの載置面の高さから－３０ｍｍ（３０ｍｍ低い位置）とした場合、図６は－７０ｍｍ
（７０ｍｍ低い位置）とした場合、図７は－１１０ｍｍ（１１０ｍｍ低い位置）とした場
合を示している。
【００３８】
これらの図５～７に示されるように、酸化膜をプラズマエッチング処理する場合、排気リ
ング１６の高さを低くした方が、エッチングレートは低くなるもののエッチングレートの
面内均一性が向上する。各図におけるエッチングレートの平均値及びユニフォーミティ（
（最大値－最小値）／（２×平均値））は、－３０ｍｍの場合、３０６．３ｎｍ±１３．
４％、－６０ｍｍの場合、２９４．０ｎｍ±５．５％、－１１０ｍｍの場合、２９２．８
ｎｍ±３．７％であった。
【００３９】
また、図８～１０は、排気リング１６の位置と、窒化膜をプラズマエッチング処理した際
の処理の状態との関係を示すもので、これらのグラフにおいて、縦軸はエッチングレート
、横軸はウエハ中心からの距離（ウエハ上の位置）を示している。処理条件は、
処理ガス：ＣＦ4 ／Ａｒ／Ｏ2 

処理圧力：６．６５Ｐａ（５０ｍTorr）
である。また、図８～１０のうち、図８は排気リング１６の高さを、載置台２の半導体ウ
エハＷの載置面の高さから－３０ｍｍ（３０ｍｍ低い位置）とした場合、図９は－７０ｍ
ｍ（７０ｍｍ低い位置）とした場合、図１０は－１１０ｍｍ（１１０ｍｍ低い位置）とし
た場合を示している。
【００４０】
これらの図８～１０に示されるように、窒化膜をプラズマエッチング処理する場合、排気
リング１６の高さを低くした方が、エッチングレートは低くなるもののエッチングレート
の面内均一性が向上する。各図におけるエッチングレートの平均値及びユニフォーミティ
（（最大値－最小値）／（２×平均値））は、－３０ｍｍの場合、２１０．６ｎｍ±２１
．８％、－６０ｍｍの場合、１７８．６ｎｍ±９．４％、－１１０ｍｍの場合、１６１．
５ｎｍ±５．５％であった。
【００４１】
また、図１１～１３は、排気リング１６の位置と、有機膜をプラズマエッチング処理した
際の処理の状態との関係を示すもので、これらのグラフにおいて、縦軸はエッチングレー
ト、横軸はウエハ中心からの距離（ウエハ上の位置）を示している。処理条件は、
処理ガス：ＮＨ3 

処理圧力：３．９９Ｐａ（３０ｍTorr）
である。また、図１１～１３のうち、図１１は排気リング１６の高さを、載置台２の半導
体ウエハＷの載置面の高さから－３０ｍｍ（３０ｍｍ低い位置）とした場合、図１２は－
７０ｍｍ（７０ｍｍ低い位置）とした場合、図１３は－１１０ｍｍ（１１０ｍｍ低い位置
）とした場合を示している。
【００４２】
これらの図１１～１３に示されるように、有機膜をプラズマエッチング処理する場合、排
気リング１６の高さを高くした方が、エッチングレートが高くなると共に、エッチングレ
ートの面内均一性が向上する。各図におけるエッチングレートの平均値及びユニフォーミ
ティ（（最大値－最小値）／（２×平均値））は、－３０ｍｍの場合、４０１．３ｎｍ±
２０．９％、－６０ｍｍの場合、２６５．３ｎｍ±３４．４％、－１１０ｍｍの場合、２
１９．４ｎｍ±３７．９％であった。
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【００４３】
以上の結果から分かるように、本実施形態においては、例えば、有機膜をプラズマエッチ
ング処理する場合は、予め排気リング１６の高さを高くしておき、一方、酸化膜あるいは
窒化膜プラズマエッチング処理する場合は、予め排気リング１６の高さを低く設定してお
くことによって、夫々の処理を、より面内均一性の高い良好な状態で行うことができる。
【００４４】
なお、上述したプラズマエッチング処理において、真空チャンバ１内に形成される処理空
間の直径、つまり、真空チャンバ１の内径は４８０ｍｍであり、電極間距離（載置台２の
載置面とシャワーヘッド３下面との距離）は４０ｍｍである。そして、処理空間の全容積
は、上記の直径４８０ｍｍ厚さ４０ｍｍの空間の容積に、載置台２の載置面の高さから排
気リング１６上面までの空間の容積を足したものになる。したがって、処理空間の全容積
は、排気リング１６の高さを－３０ｍｍとした場合、８．８ｌ、排気リング１６の高さを
－６０ｍｍとした場合、１０．６ｌ、排気リング１６の高さを－１１０ｍｍとした場合、
１２．５ｌとなる。また、アノードとカソードの面積の比率（アノードカソード比）Ａ／
Ｃは、排気リング１６の高さを－３０ｍｍとした場合、２．９９、排気リング１６の高さ
を－６０ｍｍとした場合、３．９０、排気リング１６の高さを－１１０ｍｍとした場合、
４．８９となる。
【００４５】
排気リング１６の高さを変化させた場合、上記のような処理空間の容積やアノードカソー
ド比が変化し、また、プラズマの形状等も変化すると考えられることから、これらの要因
が相互に関連して、上記のようなプラズマ処理状態の変化が起きるものと推測される。
【００４６】
そして、上記のように、排気リング１６の高さを変えることによって、プラズマの状態を
制御すれば、真空チャンバ１の直径を小さく設定しても、処理空間の容積を増大させる等
の制御を行うことができるので、フットプリントの増大を招くこともない。
【００４７】
図１４，１５は、他の実施形態の要部構成を示すもので、この実施形態では、排気リング
として、より載置台２の載置面に近い位置に第１の排気リング１６ａが設けられており、
この第１の排気リング１６ａより載置台２の載置面から遠い位置、つまり、低い位置に第
２の排気リング１６ｂが設けられている。そして、第２の排気リング１６ｂへ通じる排気
通路３０を開閉するための開閉機構３１が設けられている。
【００４８】
この実施形態では、図１４に示すように、開閉機構３１を閉めた状態とすることによって
、実質的に第１の排気リング１６ａのみが排気リングとして作用する。また、図１５に示
すように、開閉機構３１を駆動機構３４作動させて開けることによって、排気通路３０を
通じて第２の排気リング１６ｂが排気リングとして作用するようになり、この時、開閉機
構３１と第２の排気リング１６ｂとの間の空間も処理空間として作用するようになる。し
たがって、開閉機構３１を開閉することによって、実質的に前述した実施形態の排気リン
グ１６を上げた状態及び下げた状態と同様な状態となる。このような構成としても、前述
した実施形態と同様な効果を得ることができる。
【００４９】
また、この実施形態では、第２の排気リング１６ｂを支持する支持部材３２の側壁部分に
も排気路３３が形成されており、コンダクタンスの向上を図ることができるようになって
いる。
【００５０】
なお、上記実施の形態においては、排気リング１６が半導体ウエハＷの載置面に対して略
平行な場合について説明したが、半導体ウエハＷの載置面に対して傾斜を有したものや、
階段状の段差を有したものであっても良い。
【００５１】
また、上記実施の形態においては、本発明を半導体ウエハのエッチングを行うプラズマエ
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ではない。例えば、半導体ウエハ以外の基板を処理するものであっても良く、エッチング
以外の処理、例えばＣＶＤ等の成膜処理装置にも適用することができる。
【００５２】
【発明の効果】
以上説明したとおり、本発明のプラズマ処理装置及びプラズマ処理方法によれば、真空チ
ャンバの大径化によるフットプリントの増大を招くことがなく、かつ、実行する処理に応
じてプラズマの状態を容易に制御することができ、各種のプラズマ処理に容易に対応する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るプラズマ処理装置の全体概略構成を示す図。
【図２】図１のプラズマ処理装置の要部概略構成を示す図。
【図３】図１のプラズマ処理装置の要部概略構成を示す図。
【図４】接地用導体を設けたプラズマ処理装置の要部概略構成を示す図。
【図５】ウエハ各部における酸化膜のエッチングレートを示す図。
【図６】ウエハ各部における酸化膜のエッチングレートを示す図。
【図７】ウエハ各部における酸化膜のエッチングレートを示す図。
【図８】ウエハ各部における窒化膜のエッチングレートを示す図。
【図９】ウエハ各部における窒化膜のエッチングレートを示す図。
【図１０】ウエハ各部における窒化膜のエッチングレートを示す図。
【図１１】ウエハ各部における有機膜のエッチングレートを示す図。
【図１２】ウエハ各部における有機膜のエッチングレートを示す図。
【図１３】ウエハ各部における有機膜のエッチングレートを示す図。
【図１４】他の実施形態に係るプラズマ処理装置の要部概略構成を示す図。
【図１５】図１４のプラズマ処理装置の要部概略構成を示す図。
【符号の説明】
Ｗ……半導体ウエハ、１……真空チャンバ、２……載置台、３……シャワーヘッド、９，
１０……高周波電源、１４……排気ポート、１５……排気系、１６……排気リング、１７
……排気路、１８……駆動機構。
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